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その後、シリコン基板をそれぞれ 30 度、40 度、50 度、70 度の温度にキープし、ドライアイ
ス洗浄を行って MOS キャパシタを作製した。その結果は前洗浄中基板が曇る現象が解決され、
曇った部分特性が良くない問題もなくなった。 
 
